Tehnologiju izstr ade tandema saules #nas materalu iegaSanai
P&ttjumu progress

Amorfa silicija lazera kristaliZicijas tehnol@ija

Projekta laild iegutatas amorfas Siaktinas ar digm meto@m: fosfora lggta masva silicija
iztvaiceSana ar fokugu elektronu Kli un silicija izputiraSana magnetrona - argona plazm
Elektro- fizikalo un struktirasipasbu izgetei veikti satdzinoSi silcija petijjumi uz izokjoSa
SiO, un elektrovadoSa alumija skpa uzkhta uz stikla pamatnes. Veikta amorfacjh lazera
rekristalizcija ar YAG impulsu 4zera starojuma otro un treSo harmoniku. Ajsis dozu
intervals no 100-600 mJ/cm-2.akera apstidatiem Si sfiniem veikti kristalizcijas pakipes
petijumi atkatba no kzera impulsu engijas blivuma lietojot Ramana izkliedes
spektroskopiju.  Atbilstas kristalizacijas morfolgijas etitumi  lidztekus atomsgku
mikroskopijai (ASM) paplasiti ar elektronu skaijoSo rastra mikroskopiju. #tinu
elektrofizikalo ipa3bu Holla kustguma un ddipa nesju koncenticijas [Etijumi veikti
paraugiem, uzitiem uz izokjoSa pamata. ar van der Pauw metddoteikti kristalizto
kartinu elektrofizilélie parametri atkaba no kristalizcijas temperdiras.

Organiskie pusvailaju materiali tandema saule 8nam

Izpetitas 6 indandiona grupas DMABI hromoforuamd kartinu  fotoelektrisks ipadbas.
Petijumiem izmantotas pho kartipu struktiras ar biezumu appin un ar Au un Al
elektrodiem elektrods/organi&k vielas dlnis/elektrods (BEIOV/EL). Ir iegitas
fotovadanibas kvantu efektivites spekfilas atkaibas UV un redzamnspektra diapazan ka
afn foto voltamg@r raksturiknes Sai pas spektdla diapozoa. Ir noteiktas adiatiisko un
optisko aizliegto engiju spraugas. Ir noteikta saklas starp savienojumudd,, vertitbam un
fotovacimibas sliek§a E, un optisks spraugas & vertibam. Tas pabzes turpnak
vienkarSot unatrak noertét jauno organisko savienojumu eggliskos parametrus phas
kartinas.

Izpetiti nakamo tis indandionu grupas vielu egeétiskie imegi. Noteikta to optisk aizliega
sprauga un fotovadhibas sliek§a \ertiba. Siem savienojumiem noteiktahh, Vertiba
acetonitrila §1duma. Jauno savienojumu fotovardibas sliekda \ertiba ir parbidita uz liekku
enegijas pusi una parsniedz 2 eV. idz Sim gtitiem savienojumiematbija zem 2 eV.
leprieks izmaritiem un jaunajiem savienojumiem veikti kvarkimiskie apekini. lzmantojot
ab initio DFT (B3LYP & 6-31+(d.p)) tika agkinats vielas jonizcijas potendils un elektronu
afinitate ciefi stavokli. Aprekinatiem savienojumiem jonizijas potendils ir starp 5,77 un
7,82 eV un afiniite starp -2,06 un -3,01 eV. Veiktie akini korele ar eksperimentos
iegutajiem datiem, kas dod iegp vienkar&ak unatrak noertet vielu sadeibu.

Fotovadmibas kvantu efektivites vieim noteiktas, izmantojot pho kartinu struktiras ar
biezumu ap @m un ar Au un Al elektrodiem elektrods/organiskvielas sinis/elektrods
(El/OV/EL). Maksintlas ieditas fotovadmibas kvantu efektivites pie viena ¥ha garuma
ir robeZs no 10 lidz 10%el/fot.

Izveido&a kustgumu noteikSanas ieka, ku& pielieto CELIV metodi, nedeva gaicho
pozitivo rezulatu. Indandionu grupas vielu o ladinu koncenticija ir nepietiekamais
metodes izmantoSanaiadel tiek veikti uzlabojumi, lai vatu pielietot foto asisto CELIV
metodi. Tada veida ar gaismas palzibu hitu iesgEjams genegt nepiecieSamosadinus
kustiguma noteikSanai.
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